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(54) Vicevrstvi polovoditova soudastka

. Pfedmétem vynalezu je vicevrstva polovodicové
soudéstka se zlepSenymi dynamickymi elektricky-
mi parametry pfi sou¢asném zachovini vysoké
tirovné statickych parametrd, zejména blokovaci-

' ho a zdvérného napéti a proudové zatiZitelnosti.

.U soudastek znamého provedeni se pouZiva pro
zlepieni parametrd du/dt sit€ mikrosvodi mezi
katodou a druhou vné&j§i vrstvou. Pro zlepSeni
parametrt di/dt a spinacich vlastnosti se pouZivad
specidlnich uspofadédni Hdici oblasti, napiiklad
s pomocnou emitorovou vistvou opatfenou po-
mocnym kontaktem tvoi{cfmi pomocnou strykturu
pro kaskadni spindni. Pro zkraceni doby se obvykle
pouziva regulace doby %ivota minoritnich nositelt
proudu, napiiklad difuzi Au a jingch piimési,
ozafovanim elektrony, zdfenim gamma a podobné.
Nevyhodou téchto provedeni je, Ze jednotliva b
konstrukéni feseni jsou zaméfena vZdy na zlepSeni
jedné oblasti parametri, zatimco jiné parametry
jsou ovlivnény spise neptizniveé. Napfiklad speciél-

ni konstrukce ¥idici oblasti u soucastek zndmého
provedeni zajistuje vysokou hodnotu parametrii
di/dt, nefesi viak sougasn& problém zkriceni vypi-
naci doby. K dosaZeni kratké vypinaci doby je
potom tieba pouZit znatného sniZeni doby Zivota
minoritnich nositeld proudu. Tento zisah jednak
zpétné negativné ovliviiuje hodnotu di/dt a hlavné
vede obvykle ke zhorfeni teplotnich zévislosti
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- zavérnych a blokovacich charakteristik souéastky

a ke sniZeni proudové zatiZitelnosti. Navic dosaZeni
potiebného koncentra¢niho profilu generacné-re-

| kombinaénich p¥imési je technologicky pomémné

naroéné, at uZ je pouZito difuze nékteré rekombi-

' naéni pfimési nebo vytvofeni rekombina¢nich cen-
ter ozafovanim.

Vynédlez odstrafiuje uvedené nevyhody a fesi
problém dosaZeni vysoké drovné dynamickych
parametrt di/dt, du/dt a vypinaci doby pii soucas-

" ném zachovéni vysoké tGrovné statickych paramet-

rt jako blokovaciho a zdvérného napéti a proudové
zatiZitelnosti vhodnym geometrickym uspofada-
nim Fidici oblasti s pomocnym emitorem a oblasti

~ tizeného emitoru, jehoZ podstata spociva v tom, Ze
! pomocna emitorova vrstva je rozdélena na dvé

nebo vice &sti vzdjemné oddélenych oblastmi
druhé vné&jii polovoditové vrstvy a okraj emitoro-
vé vrstvy ve sméru k Fidici elektrodé je rovnéz
rozdélen oblastmi druhé vnéj§i polovodicové
vrstvy, zasahujicimi aZ pod kontakt druhé hlavni
elektrody na stejhy pocet &asti jako pomocnd
emitorova vrstva, piidemZ geometrické uspofddani
mezi druhou vnéjii polovodi&ovou vrstvou a dru-

~ hou hlavni elektrodou je stejné ve viech Castech
" plochy emitorové vrstvy vymezenych z plochy

emitorové vrstvy kruZnicemi se stfedy uprostied

 kadé &asti takto rozdéleného okraje emitorové



' vrstvy a o.poloméru rovném alespoii 1,5 nésobku
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vzdélenosti stiedi nejbliZ§ich dvou mikrosvoda.

Z hlediska mozZnosti jednoduchého ndvrhu
struktury podle pozadované drovné dynamickych

* parametrti a z hlediska optimélniho obvodu prou-

di z plochy systému je vyhodné takové uspofadani

¢ souddstky podle vyndlezu, kde jednotlivé &isti

pomocné emitorové vrstvy a jednotlivé &dsti obvo-
du emitorové vrstvy ve sméru k Fidici elektrodd
jsou vymezeny stejnymi kruhovymi vysedemi o ve-
likosti dhlu o z intervalu 18 a% 55° a uspof4d4ni

- kruhovych mikrosvodii v ploe emitorové vrstvy
. tvofi sit rovnostrannych trojihelnikd, jejiz geo-
- metricky faktor K, uréeny vztahem

2r

A -G

d

kde r je polomér mikrosvodu a
d je vzdélenost stiedi kazdych dvou xmkrosvodu

! sit&, se pohybuje v rozmezi 9 . 1073 a¥ 1,8 . 10~
| mm?,

~ Vyhodou fefeni podle vynilezu je to, e pf¥i

- zachovéni poZadavk na di/dt a statické parametry

zajiStuje rovnomérné a udinné odvedeni kapacit-
nich proudii a proudd vytvofenych zbytkovymi
niboji pfi vypindni z celé struktury a zabrariuje
neZddoucimu sepnuti struktury vlivem t&chto
proudi pfi reZimu du/dt a vypinaci doby. Podstat-
nou vyhodou oproti jingm zpéisob&im FeSeni vypi-
naci doby je jednoduchd technologick4 realizova-

~ telnost. VyS§itho ucinku vyndlezu je dosaZeno

pouze uZitim nového geometrického uspofadani

| Fidici oblasti a fizeného emitoru podle vyndlezu,

o’ ¥ 2

které neptinasi Zddné zesloZit&ni technologie opro-
ti b&nym tyristordm.
Piiklad struktury podle vyndlezu je zobrazen na

PREDMET

1. Vicevrstv4 polovodicova souddstka obsahuji-

ci vrstvu zdkladniho polovodiéového materislu

mezi dv€ma vné&j§imi polovodifovymi vrstvami
opatného typu elektrické vodivosti neZ vrstva
zékladniho materidlu, z nichZ prvni m4 kontakt :
s prvni hlavni elektrodou a druhd m4 kontakt '

s druhou hlavni elektrodou v fadé mist, tak zvanych
mikrosvodl a dile ma kontakt s ¥idici elektrodou
a s ¢asti pomocného kontaktu, umisténého mezi

| druhou hlavni elektrodou a Fidici elektrodou,
- pfitemZ tato druhd vnéjii polovodidovd vrstva
- souvisi déle s emitorovou vrstvou stejného typu

elektrické vodivosti jako vrstva zdkladniho polo-
vodi¢ového materidlu a s pomocnou emitorovou
vrstvou stejného typu elektrické vodivosti jako

. vrstva zdkladniho polovodiového materidlu umis-

ténou mezi fidici elektrodou a okrajem emitorové

* vrstvy, pfiemz emitorov4 vrstva m4 kontakt s dru-

hou hlavni elektrodou s vyjimkou okrajové &asti

pobliZ fidici elektrodé a p¥i¢emz pomocné emito-

? |

obt. 1 az 3, kde na obr. 1 je schematicky nékres
struktury podle vyndlezu a na obr. 2 a 3 je tataz
struktura v fezech A—A’ a B—B’. Pfitom znad{

+ 1 vrstvu zdkladnitho polovodi¢ového materiélu,

2 a 4 prvou a druhou vné&jsi vrstvu opa¢ného typu
elektrické vodivosti neZ vrstva zdkladniho polove-
di¢ového materidlu, 3 a 5 prvou a druhou hlavni
elektrodu. 6 jsou oznageny mikrosvody mezi dru-
hou vnéj&i vrstvou a druhou hlavni elektrodou, 7 je
kontakt fidici elektrody, 8 je pomocny kontakt
spojujici pomocnou emitorovou vrstvu 10 s druhou
vnéjsi vrstvou 4. 9 je emitorovd vrstva. Na obr. 1
jsou vyznadeny pouze okraje druhé hlavni elektro-
dy 5, pomocného kontaktu 8 a fidici elektrody
7 &arkované.

Pfikladem konkrétniho provedeni vynélezu je

. tyristot vyrobeny bé&Znou technologii, naptiklad
" difuzni, u n¢hoZ je b&Znou fowlitografickou tech-

nikou vytvofeno plo$né denéni emitorové vrstvy

- tak, ¥¢ mikrosvody mezi druhou vné&jii vrstvou
a druhou hlavni elektrodou tvof{ sit rovnostran- ;

| nych trojihelnikd, jejiZ geometricky faktor K lexi

v rozmezi 9. 107 az 1,8. 10~ mm?® a pomocné

emitorovd vrstva a okraj emitorové vrstvy jsou
rozdéleny na Sest stejnych &4sti, jejich¥ hranice
tvofi Sest vysedi o dhlech o z intervalu 18 aZ 55°.
Clenéni kontakt ze strany emitorové vIstvy je
vytvofeno béZnou fotolitografickou technikou.

Vyndlez nalezne uplatnéni zejména pii vyrobé '
rychlych tyristord s vysokymi ndroky na droveii

dynamickych parametrii di/dt, du/dt a vypinaci
doby v kombinaci s vysokou trovni blokovacich

a zdvérnych napéti. Vynélez umoZni rovn&Z pod-

statné zjednoduseni technologie u viech tyristort
s pozadavky na kritkou vypinaci dobu, kde miZe

' nahradit relativné sloité technologie sniZovani
. doby Zivota nositelt napfiklad ‘difuzi Au nebo
, ozafovanim.

o |
VYNALEZU |

~ rova vrstva mé kontakt s pomocnym kontaktem
. | a pfifemZ pomocn4 emitorové vrstva je rozdélena
" na dv€ nebo vice &sti vzdjemné oddélenych

oblastmi druhé vnéjsi polovodiové vrstvy, vyzna-

i
i
|
|
i
|
|
|

- &end tim, Ze okraj emitorové vrstvy (9) ve sméru °
~ k ¥idici elektrodg (7) je rovn&¥ rozdélen oblastmi

druhé vné;jsi polovodi€ové vrstvy (4) zasahujicimi

L go kontakt druhé hlavni elektrody (5) na stejny
poce

t &asti jako pomocnd, emitorové vrstva (10),
pfi¢emZ geometrické uspofddéni mikrosvodii (6)
mezi druhou vnéj§i polovodidovou vrstvou (4)
a druhou hlavni elektrodou (5) je stejné ve viech
Castech plochy emitorové vrstvy (9) vymezenych
z plochy emitorové vrstvy (9) kruZnicemi se stfedy
uprostfed kaZdé &4sti takto rozd&leného okraje
emitorové vrstvy (9) a o poloméru rovném alespon
1,5 ndsobku vzdilenosti stfedi nejbli$ich dvou
mikrosvodd.

2. Vicevrstva polovodi&ova souddstka podle bo-
du 1, vyznalend tim, Ze jednotlivé &4sti pomocné
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~emitorové vrstvy (10) a jednotlivé &asti obvodu d? 212 ' 212 o
emitorové vrstvy (9) ve sméru k Fidici elektrodé (7) 7 T ( T) - [In (—) +1 ] }
jsou vymezeny stejnymi kruhovymi vyse¢emi o ve- S N

likosti Ghlii o z intervalu 18 a# 55° a uspofddani = kder je polomér mikrosvodua
kruhovych mikrosvodd (6) v ploSe emitorové @ ' d je vzdélenost stfedi kaZdych dvou mikrosvodi

© vrstvy (9) tvofi sit rovnostrannych trojihelnikd, sit, se pohybuje v rozmezi 9.107° aZ

. jejiz geometricky faktor K uréeny vztahem 1,8. 107! mm?.

3 vykresy
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